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Simulace 1: Vystupni simulace generatoru s tranzietem generujici kladné Spiky.
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Simulace 2: Vystupni simulace lavinového generatorimpulsi: Gaussiv impuls v zékladnim tvaru.
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Simulace 3: Vystupni simulace generatoru s lavinowy tranzistorem: prvni derivace Gaussova impulsu.
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Simulace 4: Vystupni simulace generator u s lavingwn tranzistorem:druha derivace Gaussova impulsu.

394. Ons

396. Ons

398. Ons

400. Ons

Ti ne

402. Ons

404. Ons

406. Ons

408. Ons

409. 5ns



2. OV+

OV~

-2. 0+

-4. 0V

-6. 0V+

- 100mA

-8. OV-

Simulace 5: Vystupni simulace impulsniho generators SRD diodou: zdporné impulsy.
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Simulace 6: Vystupni simulace impulsniho generators SRD diodou: prvni derivace Gaussova impulsu.
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Simulace 7: Vystupni simulace impulsniho generators SRD diodou a penosovym vedenim.
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Simulace 8: Vystupni simulace impulsniho CMOS genétoru.



